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EE 530 Eletronica Basica |

Polarizacao

* Existem varias técnicas de polarizacdao, vamos
estudar duas:

— Polarizacao por divisor resistivo
— Autopolarizagao

* OBS: O transistor deve estar polarizado na
regido de saturacao para funcionar como
amplificador.
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Exercicio
* A?;z,.?; 2,7 limites v, ?
- Vop 1.8 V
. Rp 1 kQ2
13 .
10K8 Vo 1, Cor = 100 pA/V?
Vino—lF—4 M, Vig =05V
Ry =
15,70 L A=10
W _ 10
L o018
Polarizacao
* Polarizacao por divisor resistivo
Yx _RV R, i
+
VGS _Vx _IDRS
R1 % RD VDD
Y VGszﬁRz_IDRs
I
° =210 s 2]
X M1 2 n ox GS
Rz RS VGS Z_(Vl _VTH )+\/V12 +2V1[ RZVDD _VTHJ
- - 1+ 2
1
V=
We,
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Exercicio para nota

* A?; 2,7 2,,7; limites v, ?
Vop=1.8V
Rp = 1kQ pin Cor = 100 pA/V?
2kQ | v Vrn =05V
VineA——[T m, V{:% A=0
200 Q
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Polarizacao
* Autopolarizagao

V,
o° I, =0V, =V, =V, =V,
R o VDS =V =Vpp = 1pRp - IDRS
G
ID VGS R +R )
Ves _VDD Rp +R )
:_lun ox (VGS TH) ]
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Configuracoes basicas de
amplificadores MOS

* Fonte comum

Vin°_+ Vout
Ip \gji ‘1 IV Ro
Qutput Sensed = T
Vinor] M, at Drain L

Condicdo para operar na saturacao
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I 20=>A -5

Exemplo 7.1 RAZAVI

* Maximo R, para saturagao?
Vpp=1.8V

4kQ = »
Hn, Jox — 100 ,U.-f% / \&

I Vg =05V
A=10
[,.{,,?/L — t)/'[].18.

X

10k =
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Exemplo 7.3 RAZAVI

* Valor de Ry para Iy=I,/2?

Vpp=1.8V
T \Cor =100 A/ V?
20k Q) HnCoxr — J L /
| w_ 5 Vg =05V
M1 L " 018 A =0
200 Q
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Polarizacao de circuitos amplificadores MOS

Divisor resistivo  Fonte dual Fonte de corrente  Resistor R

Mg Voo Vor
; Voo
Rt Rp Rp Re Rp
83 A ylo Ra
Ip
B Ry Rg Ry & ! —[m 1
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Realizacdo de Fontes de Corrente

o » Voo Voo
Vos—Z M, =
Vb._IE,TLM1 => é %
s ) Y Y

OBS: Para esta aproximacao, devemos garantir
que o transistor opere na regiao de saturagao
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Fonte de corrente basica (espelho de corrente)

|
| |
"I(I.1$ R i -"RHCE I

I
— () L Io ¢' ;
Iov | ol o Yo
o F——15e 2] e v
s Gs .
ma =
Vo 7.
Toer = DDR = { W l
. 1o — L,
1. (W I W
L =1 ——k”[—l Vo~V e {_l
REF D1 2 s L /.1( G5 .fJ L )
(Y,
1, =1, _Ek" lf)z (Vs r)
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Fontes de figuras da aula

* Aula do prof. Fabiano Fruett
* Fundamentos de Microeletronica (Razavi)

* Microeletrénica (Sedra)

Prof. Pedro Xavier

Sugestao de estudo

* Razavi, cap. 7
« Sedra/Smith cap. 5 se¢des 5.4 até 5.6

— Exemplos, exercicios e problemas
correspondentes

Para saber mais:

Paul R. Gray e Robert G. Meyer, Analysis and
Design of Analog integrated Circuits, John Wiley &
Sons

T. Tsividis, Design considerations in single-chanel
MOS analog integrated circuits — A tutorial”, IEEE
JSSC SC 13, pp 383-391, junho de 1978



